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Cuestién 1 (2 puntos)

Con el modelo de bandas de energia para un semiconductor, indicar como se representan: @) un semiconductor intrinseco; b)
un semiconductor tipo p no degenerado; c) un semiconductor tipo n degenerado; d) En condiciones de equilibrio y T>0 K,
¢cudl eslaprobabilidad de que un estado electrénico esté ocupado si su posicién coincide con ladel nivel de Fermi?

Problema 1 (2.5 puntos)
En una muestra de Si uniformemente dopada, determinar las concentraciones en el equilibrio de electronesy huecos en las
condicionessiguientes:
a) Temperatura ambiente, Na<<Np, Np=10*° cm3
b) Temperatura ambiente, Na=9-10" cm®, Np=10"® em®
©) T=650 K, Na=0, Np=10"* crm'®, determinar ademés la posicién de B, calcular B-E y dibujar, cuidando las escalas,
el diagrama de bandas de energia paralamuestra de Si. Nota: E5(Si)= 1.015 eV y n;=10" cni® a 650 K

Problema 2 ( 2.5 puntos)
Una barrera de Si uniformemente impurificada se ilumina a partir de un instante t= 0 generandose G_ pares de e-h* por e
y por segundo en el volumen del semiconductor. Determinar las concentraciones de los portadores en funcion del tiempo.
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Problema 3 ( 3 puntos)
Un semiconductor esta caracterizado por el diagrama de bandas de energia siguiente:
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Si Es=1.12 eV, KT=0.026 eV, n;= 10" cmi®, m= 470 cnfNsy t,= 10°s.
a ¢Cdédmo variael potencia dentro del semiconductor en funcion de x?
b) ¢Cudl esladependenciacon x del campo eléctrico dentro del semiconductor?
c) ¢Podremos considerar siempre sit uacion clasica? ¢donde no?
d) ¢Como se modificalaconcentracion de huecos con la posicion? Indicar sus valores numericos en X= X, Y X=X.
€) ¢Existe corriente de arrastre de huecos en x=x? ¢Existe corriente de difusion de huecos en x=x;? ¢Cuél es la
densidad de corriente de huecos total en x=x,?
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Cuestion 2 (2 puntos)
Describa cualitativamente la unién PN abrupta. Dibuje el diagrama de bandas a lo largo de la unién, asi como el perfil de
carga, €l campo eléctrico, potencial y la concentracion de portadores.

Problema 4 ( 3 puntos)
Una unién abrupta de silicio, aproximada por una unién escalén, tiene un dopado de Np=10" cm®, Na=5-10"> cm®, y una
seccion transversal (A) de 10% cm?. Suponga una aproximacion por vaciamiento, Va= 0 yni= 10:° cm?, y:
a) Cadcule V.
b) Calculex,, X, y laanchuratotal delaregion de vaciamiento.
¢) ¢Cud eslacargaionicapositivatotal en laregion de vaciamiento?
d) Calculeel campo eléctrico enx=0.
€) Traceel diagramade densidad de cargasy campo el éctrico respecto al gje x desplazado.
f) Calculelosvaloresden,y p, enlasregiones masivas.
g) Dibujelosdiagramas de bandas de energia del dispositivo.
h) ¢Qué porcentaje deW es laregién de vaciamientop, y cud laregién de vaciamiento n?

Problema5 ( 2 puntos)
En el caso de un diodo de unidn escalon de silicio, mantenido a temperatura ambiente (T=300 K), éste es dopado de modo
que Ex= Ey + 2kT del lado p, y Er= Ec - Eg/4 del lado n; la seccion transversal A=10° cn.
a Traceel diagrama de bandas de energia en equilibrio para este diodo.
Determine la tension interna Vi, como resultado simbolico y numérico. HagakT= 0,026 €V.

Problema 6 ( 3 puntos)
Una unién escalén de silicio tiene Na=5-10" cmi®y Np=10" cm® Dy=33.75 cnf/s, Dp=12.4 cnf/s, ni=10"° cm?®, kT= 0,026
eV, A=10" cn?, 1,=0.4 ns y £,=0.1ns. Calcule:
a Lacorriente de saturacion inversa debidaa huecos.
b) Lacorriente de saturacion inversa debidaaelectrones.
¢) Lacorrientedesaturaciéninversa, l,.
d) S Va=V,/2, calcule:
i) laconcentracion de huecosy la concentracion de huecos inyectados en x;,.
ii) laconcentracion de huecos en x’'=Lp/2.





